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Турин В.О., 
Будулева Е.А. 
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Turin V.O., 
Zebrev G. I., 
Makarov S.V., 
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Shur M.S. 

Turin V.O. 



Mu t Key Enabling 

9 Technologies». 9 Bucharest, 2013. 
11. Моделирование печатная, 17-ая 2 Студенников 
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Турин В.О. транзистора с двойной 
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Гостенков E. В., 
Турин В.О. 

диффузией на Verilog- ср молодых ученых и 
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МИФИ, 2013 
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W " ~ \ 

ая конференция Турин В.О. 
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студентов 
«Молодежь и наука». 
- г. Москва: НИЯУ 
МИФИ, 2013 

13. Моделирование печатная Сборник аннотаций 0,2 Поярков В.Н., 
мощных биполярных Ш <о докладов XVIII 0,05 Кшенский 
транзисторов после 1 *- ' Международной О.Н., 
облучения быстрыми <р научно-технической Турин В.О. 
нейтронами конференции и 
в САПР Synopsys Российской научной 
TCAD (тезисы) школы молодых 

ученых и 
специалистов 
«Инноватика - 2013». 
- г. Москва: МИЭМ 

14. The correct account of печатная 
НИУ ВШЭ, 2014. 

14. The correct account of печатная International Journal 12 Turin V.O., 
nonzero differential И&Г # of Numerical 9 Zebrev G.I., 
conductance in the Ф Modelling: Electronic Makarov S.V., 
saturation regime in the Ф Networks, Devices and Iniguez В., 
MOSFET compact Fields. Special Issue - Shur M.S. 
model (статья) Modeling of high-

frequency Silicon 
transistors. 2014. Pp. 
1192-1204 
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технологиче ское 
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г. Москва. 29 января 
0,15 Кильчицкая 

М.В., 
влияния деградации Ф 2014. Аннотации Герасимов K.A. 
времени жизни докладов. Том I. С. 
носителей на 58. 
распределение тока в 
структуре мощного 
биполярного 
транзистора (тезисы) 

16. Моделирование печатная Материалы XVIII 15 Поярков В.Н., 
мощных биполярных \\1:л 6 Международной 4 Кшенский 
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- г. Москва: МИЭМ 
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17. Microdose Induced печатная IEEE Transactions on 5 Zebrev G.I., 
Drain Leakage Effects Nuclear Science, 0,5 VatuevA.S., 
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MOSFETs: Experiment ? Proceeding of: Emeliyanov 
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2014) (принята в 
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